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850 –1000 см–1. Достаточно узкий пик 793 см–1 соответствует поперечному оптическому (transverse opti-
cal, ТO) фонону 3С-SiC. Согласно исследованиям релаксации деформации в гетероструктуре SiC/Si [16] 
относительно большую (30 см–1) полуширину пика 793 см–1 можно объяснить наличием дефектов дефор-
мации в слоях SiC. В свою очередь, пик 180 см–1 соответствует продольной акустической (longitudinal 
acoustic, LA) фононной моде SiC, которая проявляется только при гексагональной ориентации кристалла 
SiC [17]. Вероятно, появление подобного пика связано с наличием двойников деформации в сформиро-
ванном слое SiC [17]. Широкая полоса в области 850 –1000 см–1 обусловлена КРС-полосой второго по-
рядка 940  см–1 в  кремнии и  продольным оптическим (longitudinal optical, LO) фононом SiC, который 
в монокристалле расположен между 965 и 972 см–1. Две полосы с максимумами вблизи 480 и 520 см–1 
принадлежат кремниевой подложке (480 см–1 – аморфный Si, 520 см–1 – кристаллический Si). Появление 
в спектре КРC наряду с пиком 520 см–1 пиков в области 480 –500 см–1 может быть связано с наруше-
нием структуры и уменьшением толщины кремниевой подложки в результате химического травления. 
В свою очередь, спектр КРС, представленный на рис. 3, б, содержит пики в области 1300 –1600 см–1, 
обусловленные колебаниями атомов углерода и связей С — Н. Широкую полосу 1310 см–1 можно от-
нести к связям С — С. Достаточно узкий пик 1450 см–1 соответствует колебаниям связей C — H. Полоса 
в спектре КРС в области 1530 см–1 может быть связана как с полосой второго порядка SiC [18], так 
и с аморфной фазой углерода [19].

Рис. 2. ПЭД-микрофотография (а) и ПЭМ-изображение  
в темном поле (б ) эпитаксиального слоя SiC, выращенного  

на лицевой стороне подложки Si (100) при 1100 °C в течение 30 с
Fig. 2. Transmission electron diffraction pattern (a)  

and transmission electron microscopy image in dark field mode (b)  
of epitaxial SiC layer grown on the front side of a Si (100) substrate at 1100 °C during 30 s

Рис. 3. Спектр КРС структуры SiC/Si, измеренный  
в области частот колебаний: а – связей Si — C; б – связей C — C

Fig. 3. Raman spectra of the SiC/Si structure measured  
in the range of vibration frequencies: a – of Si — C bonds; b – of C — C bonds


